Chapitre 8
Amplificateurs FET
(transistor a effet de champ)



Introduction

Les FETs comportent:

« Un excellent gain en tension

« Une tres haute impédance d’entreée
 Petite puissance de consommation
« Plage de fréquences assez bonne



Modele petits-signaux des FETs

Transconductance

Le rappoprt entre un changement de I et un changement
corresponant de V¢ S’appelle transconductance

La transconductance est réprésentée par g, et elle est donnée par:
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~ AVgs
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Détermination graphique de g,

Alp,
' AV

(= Slope at -point)




Définitions Mathematiques de g,

_ Alp
Om = AVes
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Impedance FET

Impédance d’entrée:
Zi==dﬂl

Impédance de sortie:
1

ZO:rd e —
Yos
aVvec.:

r AVps
d*= Alp Vgs = constant

Y= admitance selon les specs du FET



Circuit Equivalent AC du FET




Circuit par polarisation fixe et Source-
Commune (CS) §

L’entrée est dans la grille et la .LD_""_O v
sortie est dans le drain € G
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Il y a un changement de phase de R ts ~—
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Impédance d’entreée:

Calculs

+ o

Zi =Rg
_ G D
Impédance de sortie: $ 4 ‘
— -
ZO = RD || rd 1,."; f:" RG V ; gmvga' Td Rﬂ N
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Z, =R l
0= "Dl ry>10rp ~ ! —f
Gain en tension: =
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Circuit par polarisation de masse et Source-
Commune (CS) [

Voici une configuration a source Rp
commune , de facon que I’entrée est dans
la grille et la sortie dans le drian.

oV,

Il y a un changement de phase de 180°
entre I’entrée et la sortie. e
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Impédance d’entreée:

Zi =Rg

Impédance de sortie:
Zy=T14lIRp

rq >10R D

Gain en tension:

Ay =-0m(rglIRp)
Ay =-0mRp

rq >10R D
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Circuit de polarisation a la masse, et
source-commune (CS) v,

RD%
C

L ’enlevement de C, affecte le Vo Yp—p-C {
gain du circuit.
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Impédance d’entreée:

Calculs

[ W]

+ o

. G
Zi =Rg ¥ "
—_—
Z; V.
Impédance de sortie: y g R,
2o =Rp rg=10R
Gain en tension:
A, — Vo _ IdmRD
\ 2 V; - R +RS
! l1+gmRg+ 2>
Iq
A, =Yo___9mRp >10(Rp +R
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(CS) Polarisation par diviseur de tension et
source-commune (CS)

Voici une configuration a source
commune, de facon que I’entreée
est dans la grille et la sortie est
dans le drain.




Impédance d’entreée:

Zi =R1[|R>

Impédance de sortie:

Zo=r4lIRp

Z, =R
0="Dl 1 >10rR,

Gain en tension:
Ay =-0n(rg [Rp)

Ay =-9mRp ry>10R o

Impedances

Vio . T 0
e
—
Z.
R, R, Vv
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Circuit suiveur de source (Drain-Commun)

? Vop

Dans une configuration
d’amplificateur a drain-commun, ; o
I’entrée est dans la grille, mais la Vio—Jp—p—2 »I:
sortie est dans la source. s G

Cil v
Il n’y a pas de decalage de phase - - -
entre I’entrée et la sortie. gRS Z
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Impédance d’entreée:

Zi =Rg

Impédance de sortie:

Zo=r4l|Rs|[|—
1
Z ERS ”—
0 Om

Gain en tension:

A, =

Impedances
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Circuit a grille-commune

, , \1 2 2 i
L_’entrée est dans la source _f_ 1 © © i\ j
et la sortie est dans le drain. . S

Z; Rp 7,
Zrl’
Il n’y a pas de decalage de — T Voo _
phase entre I’entrée et la © ©
sortie.
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Impédance d’entreée:

rd+RD:|

Zi =R
I S”[l_'_gmrd

1
Zi =Rs ”_‘rd21ORD
Im

Impédance de sortie:

Zo =Rp|Irg

Zo = RD‘rd21O

Calculs

AN

C, C,

— 33 « D |
| - |
+ +
7"’ Em i‘;.r 7 "7

. o
Vi Ry Vg s Rp Vs
o +¢ °

L

Gain en tension:

[ngD +—02
Vo Iq
A, = v =
! 1+RD
[ Id }
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Equivalent AC du type D-MOSFET
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Equivalent AC du Type E-MOSFET

d,, et ry se trouvent dans la
fiche des spécifications du
FET.

|

IYT
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Polarisation par rétroaction du drain
Source-commune

Il y a un changement de phase
de 180° entre I’entrée et la
sortie.
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Calculs

Impédance d’entreée:

_ Re+rgliRp
=
1+gm(rq [IRp)
. Re ‘ R
| 1+g R R,:>>rd||RD rd>1ORD A AN
—
I; I;
. . —_—
Impédance de sortie: G L
7
Zo=Rg|lrglIRp Y W Vs J, r,
Vi O\
ZOERD‘RF»rdHRD,rdszD _J_ L]
S

Gain en tension;

Ay =—9n(REllrg lIRD)

AV = _ngD ‘ RE>>rgl|IRp.rg210Rp
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Polarisation Diviseur de tension
source-commune .,
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Calculs

Impédance d’entreée:

Zi=Ry|IR>
. . Vio
Impedance de sortie: L
":x'n
Zo =14 lIRp Ry

Zo ERD‘rdzm

Gain en tension:

Ay =-0n(rg lIRD)

Ay = —ngD‘rd >10R
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Source-follower
[JFET or D-MOSFET]

Cy
V.o "

Table résume

Common-gate
[JFET or D-MOSFET]

c
Vie—Hl
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Drain-Feedback bias +Vpp
E-MOSFET

Voltage-divider bias +Vbp
E-MOSFET

Mmore...



Table résume

Fixed-bias Voo 1 v
[JFET or D-MOSFET] %ﬁ}éﬁ;ﬁ;ed R s
Rp ¢, [JFET or D-MOSFET] %Rn -
v, It
fll — C,
Vf @ n W zr.l Vr'c -“ 1 = 7
—— ’
4 R
T Ve Ry
Eﬂg;bigg R Vop Voltage-divider bias Voo
ypassed R JFET or D-MOSFET
[JFET or D-MOSFET] ; Ry [ or ]
—v,
C -— C,
‘*"r'“_l z, V.o 1
—
Z;
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Dépanage

Verifier les tensions DC:

Si elle n’est pas correcte, vérifier les résistances, le FET. Aussi vérifier que
le condensateur de couplage entre les étapes est OK.

Veérifier les tensions AC:

Si elles ne sont pas bonnes vérifier le FET, les condensateurs et I’effet de
la charge sur I’étape suivante
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Applications pratiques

Mélangeur Audio
Réseaux par décalage de phase
Systeme de détection de mouvement
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